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1. Basis of the report 



1. -nils report has bean drawn up on the fciaals of (Rep^cammt sheets vifhich have teen furnished to the eeceMng Office In response to en 
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amendments,) 



□ the intemaUonaJ application as ohglnafly filed 
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.filed with the demand 
. filed with the letter of 

r as ortginalty filed 
. filed with the demand 
, filed wtth the letter of 
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2. The amendments have resulted In the cancellation of: 
n the description, pages: 

□ the claJms, Noe. 

□ • the drawings, sheets / fig. 



3. □ This report has been eetabUshed as If (some oO the amendments had not been made, ^nce they have 
beyond the disclosure as filed (Rule 70.2 (c)}. 



been considered to go 



4. Additional obsenratlons. If necessaiy: 
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Non-6stabJi»hment of opinion with regard to novelty. Inventive step end Industrial applicability 

The questtons whether the daimecf Invention appears to be novel, to Involve an invemlve step (to Oe non-obvious), or to be Induetrtaily 
applicable have not been examined In respect of: 

□ the entire International application. 

BI dalms' Noa. ^ ^ 3 



because: 



□ the eald rntematJonai appiication, or the said claims relate to the following Nos: 
subject matter which does not require an IntemaUonal preUmlnary examination 



B the deecrlption, claims or drawings (indicate partlGUfetr eiementa below) or Nos. 1 , 3 

said dalme are so unclear that no meaningful opinion oouid be formed 

(specify): 



□ the dalms, or said claims are so inadequately supported by the description Nos. 
no meaningful opinion could be formed. 

□ no intematlonat search report has been established for said dalms Noa. 

Claims 1 apd 3 feature the following sequence of steps: 

a doping material is applied to the substrate on a continuous layer 

a diffusion barrier is applied by imprinting at locations where a doping region is desired 

the substrate is subjected to a diffusion step 

conducting contacts are made above the highly doped regions. 

This sequence of steps will however not result in a pattem of highly doped regions with regions 
of low doping located therebetween unless an etching agent is incorporated in the diffusion 
banier as disclosed In selection to the embodiment shown In Fig. 4. 

The matter :for which protection is sought is therefore not clearly defined by claims 1^. 
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Claim 2 is furthermore Inconsistent with claim 1 in that the first step according to claim 2 
corresponds to the second step of claim 1 . 

Claim 3, aippended to claim 2, is In contradiction with this claim as far as the first material 
(doping material or banier material) deposited on tiie substrate is concerned. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicabiiJiy; citations 
and explanations supporting such etatament 

1. Statement 

Nwelly Claims 2, 4-B YES 



Claims 

invantlva Step Claims 



NO 
YES 

Clalme 2,4-8 NO 
Induetrlal Applicability claims 2,4-8 YES 

aaims 

2. Citationd and Explanations 

Claim 2 specifies that the diffusion hairier material fs applied on the substrate prior the doping 
material and that the doping material Is applied in a continuous layer. 

The subject-matter of claim 2 differs mainly from the method disclosed In D1 : EP-A-085151 1 in 
that the sequence of steps fs inverted (cf. col. 11 I. 36 - col. 12 1. 21, Fig. 13-16). This variation 
is however considered as being obvious since ft is merely one of two possibilities from which 
the skilled person would select. Moreover the sequence of claim 2 corresponds to the classical 
method of doping semiconductors using a mask as eg. disclosed in D2: Patent Abstracts of 
Japan VoK OlO No. 306 (E-446) 17 October 1986 and JP.A-61 1-21326. 

The claims which are appended to claim 2 do not contain any additional features which in 
addition to the features of any claim to which they refer meet the requirements of the EPC with 
respect to inventive step. 
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Vfl* Certain defects in the international application 



The foUowlngldefects In the Jbrm or contants of ihe Imemattonal application have bean noted: 

I 

Contrary to the requirements of Rule 5.1(a)(ii) PCT, the relevant background art disclosed in the 
document D1 (EP-A-0851511) is not mentioned in the description, nor is this document 
identified therein. 
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Vlll. Certain observations on the international application 



The foJIowlngi observations on tha clarity of ttia daims, description, and drawings or on ths question whether the claims are fully supported by 
the dascriptfoifi, ara mads: 



cf. point 111 
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WO 01/24279 PCT/NU10/M613 



Claims 



1 . Methpd for makiiig a sezniconductor device having a pattern of bigblv/aoped icgions 
(6» 60 located sonae distance apart in a semicondtictor substiate (I) and rqs^ions (7, 7\ 7"^} 
5 of low doping located between the highly doped regions (6, 60» wherein^ 

a doping material (2) is applied to the substrate, at least in th^focadon of the highly 
doped regions, 

the substrate is stibjected to a diffusion step in which atom% diffuse from the doping 
material into the substrate, and 
{ 0 ^ conducting contacts (8, SO are made above the highly doped regions, 
characterised in that 

befwe the diffiision step a drSiision baziier mal^al (5, S% S**) is aiiplied to the 
substmte ax ^e location of the regions (7» 7\ V) of Ipw doping by impzinting with the 
barrier material in the pattern of the regions of low i 



2. Method according to Claim 1, charactezised in tbai the hairier material (5, S', S'') is 
first applied to the substzate (1)» after w4iich the doping material OS) is applied. 



3. Method accozding to Claim 2. characterised in that the doping iziaterial (2) is i^^plied 
!0 over the barrier matezial (5» 5', 5") and over regions of the substrate (1) located between the 

barrier material. 

4. Method according to Claim 1 or 2, characterised in that the doping material (2) is 
applied virtually exclusively to regions located between the bazrier material (S» 5% S*'). 



55 



5, Method according to Claims 1 and^4, characterised in that the doping material (2) is 

/ 

first applied to the substrate at the loca|ion of the highly doped regions (6, 60, after which 
the barrier material (5, 5', 5'0 is applied to the substrate at least at the location of the 
regions of low doping, 

6. Method according to one of thfe preceding claims, characterised in that the diffusion 
barrier materia] (S» 5', 5") is a dielectric material iu paste form that is sintered after being 
applied to the substrate (1), 
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7. Method according to Claim 6, characterised in that doping material has; been added to 
thebazrier material. 




8. Method according to one of the preceding claims, cbaractedsed in that the sm'&ce 
. resistance of the highly doped regions is between 10 and 60 ohm square and the surface 
resistance of the regions of low doping is between 40 and 500 ohm squate. 

9. Method accozding to Claim S» chaiactmsed in^mat the concentration of ihs doping 



10 material in tiie highly doped regions is 

difiusion depOj. is between 0.1 fim and 0.5 (im, 
material in the regions of low doping is bi 
depth of bqjtween 0.1 Mmand5 imL 



15 




cm^^ and 10^^ cm'^, whilst the 
in that ihe conrfffitration of the doping 
10^^ and 10^^ cm*^ for a difiusion 



10- Method according to one of the ]»eceding claims, chaiactoised in that an etching 
material is added to the diffiiston bairie^inaterial (5, 5% 5*0 to etch away the substrate. 
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Applicant 
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This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant 
according to Article 1 8. A copy is being transmitted to the International Bureau. 

This International Search Report consists of a total of 3 sheets. 

|X] It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report. 



1 . Basis of the report 

a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of the international application in the 
language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item. 

I I the international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to this 
' Authority (Rule 23.1 (b)). 

b. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search 
was carried out on the basis of the sequence listing : 

I I contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 
furnished subsequently to this Authority in computer readble form. 



□ 
□ 
□ 
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the statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

the statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been 
furnished 



2. 
3. 



I I Certain claims were found unsearchable (See Box I). 
I I Unity of Invention Is lacking (see Box li). 



4. With regard to the title, 

pT] the text is approved as submitted by the applicant. 

I I the text has been established by this Authority to read as follows: 



With regard to the abstract, 

|X| the text is approved as submitted by the applicant. 

I I the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as rt appears in Box III. The applicant may, 
' — ' within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority. 

The figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. 2 



Pn as suggested by the applicant. None of the figures. 

I I because the applicant failed to suggest a figure. 

I I because this figure better characterizes the invention. 
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Werkwijze voor het vCTvaardigen van een halfgeleiderinrichting. 

De uitvinding betreft een werkwijze voor het vormen van een halfgeleiderinrichting met een 
patroon van uiteen gelegen hoog gedoteerde gebieden in een halfgeleidersubstraat, en tussen 
5 de hoog gedoteerde gebieden gelegen laag gedoteerde gebieden, waaibij 

een doteringsmateriaal op het substraat wordt aangebracht, ten minste ter plaatse van de 

hoog gedoteerde gebieden, 

het substraat wordt onderworpen aan een difiusiestap waarin atomen uit het 
doteringsmateriaal in het substraat diffimderen, en 

10 - geleidende contacten boven de hoog gedoteerde gebieden worden gevormd. 

In J.Horzel. J. Szlufcik, J. Nijs, R. Mertens, "a simple processing sequence for 
selective emitters". 26th PVSC. Sept. 30- Oct 3; Anaheim. CA; 1997 ffiEE pp 139-142 is een 
methode beschreven voor het vormen van een selectieve emitter in een p type kristallijn Si- 
substraat, waarbij een diflusiemateriaal in de vorm van een doteringspasta. zoals fosforpasta. 

15 op het substraat wordt aangebracht door zeefdrukken. Vervolgens wordt het substraat 
gedroogd op een transportband en in een diffusieoven geplaatst. Tijdens de difiusiestap 
diffimderen de doteringsmaterialen in het substraat terwijl via de gasatmosfeer van de oven 
diffiisiemateriaal naar de gebieden buiten de opdruk van doteringsmateriaal beweegt. Onder 
het opgedrukte doteringsmateriaal worden relatief diepe diffusiezones gevormd met een 

20 fosforconcentt-atie varigrend van 10^° aan het oppervlak van het substraat tot lO'' op een 
diepte van 0,5 ^m onder het substraatoppervlak. Buiten de gebieden van de opdruk werden 
ondiepe diffusiezones gevormd met een lage fosforconcentratie, varierend van 10*' aan het 
substraatoppervlak tot 10'« op een diepte van 0,2nm. 



25 

Het nadeel van de bekende werkwijze, met name bij de fabricage van zonnecellen 
waarbij de hoog gedoteerde gebieden in een patroon van een reeks parallelle banen of vingers 
worden aangebracht, is dat de diffusie tussen de banen met hoge concentratie zeer gevoelig is 
voor de atmosfeer in de diffusieoven, waardoor de diffusiemethode onvoldoende stabiel is als 
30 productieproces. Verder is de verhouding tussen de hoge en lage dotering afhankelijk, zodat 
de dotering locaal niet optimaal kan worden aangepast. Voor een goed contact met de op de 
hoog gedoteerde gebieden geplaatste metallisatie, die vaak wordt aangebracht door 
zeefdrukken, is een geringe oppervlakteweerstand gewenst en dus een zo hoog mogelijke 
dotering. Voor de tussen de metallisatie gelegen gebieden is, bijvoorbeeld bij n-p type 
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zonnecellen, een redementsverhoging mogelijk door passivering van het oppervlak met 
thermisch Si02 of PECVD SiN, waardoor recombinatie van ladingsdragers aan het oppervlak 
wordt tegengegaan. Deze rcndementsverhoging is alleen te bereiken indien de dotering laag 



IS. 



Het is daarom een doel van de onderhavige uitvinding te voorzien in een werkwijze 
voor het vormen van een halfgeleiderinrichting, in het bijzonder een zonnecel, waarbij op 
efficiente wijze hoog en laag gedoteerde gebieden op nauwkeurig bepaalde posities op het 
substraat kunnen worden aangebracht. Het is een verder doel van de uitvinding te voorzien in 
een werkwijze waarbij de concentraties van het doteringsmateriaal in de hoog en in de laag 
gedoteerde gebieden relatief onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. 
Hiertoe is de werkwijze volgens de uitvinding gekenmerkt doordat voorafgaand aan de 
diffusiestap ter plaatse van de laag gedoteerde gebieden een dififiisie barridremateriaal op het 
substraat wordt aangebracht door het opdmkken van het barriferemateriaal in het patroon van 

de laag gedoteerde gebieden. 

Door het barriferemateriaal worden de daaronder gelegen substraatgebieden tijdens de 
diffusiestap, die doorgaans bij temperaturen van ca 900 "C zal worden doorgevoerd, 
afgeschermd van het op de naburige gebieden aangebrachte diffusiemateriaal. Hierdoor is de 
concentratie van de laag gedoteerde gebieden op nauwkeurige wijze en onafhankelijk van de 
concentratie van de hoog gedoteerde gebieden, vrij in te stellen. Verder kan met de methode 
volgens de uitvinding met een enkele zeefdrukstap en een enkele droogstap worden volstaan. 

Het is mogelijk om eerst het doteringsmateriaal als een uniforme laag op het substraat 
aan te brengen, bijvoorbeeld door opsproeien, en vervolgens het barrieremateriaal door een 
druktechniek op de gebieden van het substraat met een lage dotering te drukken, waama de 
diffusiestap wordt uitgevoerd. In deze uitvoeringsvorm kan het barrieremateriaal de diffiisie 
van het onderliggende diffusiemateriaal vertragen of kan dit etsende eigenschappen hebben, 
zodat de onderliggende diffusie tijdens de diffusiestap uit het substraat wordt wegge-etst. Een 
barrieremateriaal met etsende eigenschappen omvat bijvoorbeeld ZnO. 

Op altematieve wijze wordt volgens de uitvinding eerst het barrieremateriaal door 
zeefdrukken, stencildruk, offsetdruk, tampondruk of met andere, op zich bekende 
druktechnieken, op de gebieden van het substraat aangebracht die een lage dotering dienen te 
hebben. Vervolgens kan het doteringsmateriaal als een enkele laag door opsproeien, spinnen, 
dompelen, opdampen of vanuit de gasfase (zoals bijvoorbeeld dmv POCb-gas in een 
kristallen buis) over het substraat en over het barrieremateriaal worden aangebracht. 
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Hoewel dit vanuit het oogpunt van productie niet de voorkeur verdient, kan het 
doteringsmateriaal ook selectief op de gebieden van het substraat met hogc dotering worden 
gedruk, voorafgaand of na het aanbrengen van het barrieremateriaal. Het barrieremateriaal 
omvat bijvoorbeeld een diSlectrisch materiaal zoals Si^T^^s Si02, Ti02, waaraan een een n- 
type doteringsmateriaal, zoals fosfor (P), Arsenicxmi (As), Antimoon(Sb) of Bismuth (Bi) kan 
zijn toegevoegd, of een p-type doteringsmateriaal zoals Boron (B), Aluminium (Al), Gallium 
(Ga), Indium (In) of Thallium (Th). Dit materiaal wordt in pastavorai op het substraat gedrukt 
en vervolgens bij temperaturen tussen 200 ^^C en 1000 X gesinterd, 

Na de dififusiestap bedraagt de oppervlakteweerstand in de hoog gedoteerde gebieden 
bijvoorbeeld tussen 10 en 60 Ohm vierkant, bij een concentratie van doteringsatomen tussen 
10^^ cm'^ en 10^^ cm \ bij een dififusiediepte onder het substraatoppervlak tussen 0,1 jim en 
0,5 Jim. De oppervlakteweerstand van de laag gedoteerde gebieden bedraagt tussen 40 Ohm 
en 500 Ohm vierkant bij een concentratie van doteringsatomen tussen 10*^ cm'^ en 10^^ cm \ 
bij een diffiisiediepte tussen 0,1 ^im en 0,5 jxm. 

Enkele uitvoeringsvormen van de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding zuUen 
bij wijze van voorbeeld nader uiteen worden gezet aan de hand van de bijgevoegde 
schematische tekening. In de tekening toont: 

fig 1. een schematische weergave van een werkwijze volgens de stand van de 
techniek, 

fig. 2a, 2b en 2c, eerste uitvoeringsvorm van een werkwijze volgens de onderhavige 
uitvinding onder toepassing van een uniforme laag doteringsmateriaal, 

fig. 3a, 3b, 3c, een altematieve uitvoeringsvorm van een werkwijze volgens de 
uitvinding onder selectieve aanbrenging van het doteringsmateriaal, 

fig. 4a, 4b, 4c, een uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding waarbij 
het barrieremateriaal etsende eigenschappen heeft, en 

fig. 5 een concentratieprofiel van een halfgeleiderinrichting vervaardigd volgens de 

uitvinding. 

Fig.l toont een p-type substraat uit bijvoorbeeld silicium gedoteerd met n-type 
atomen. Op het substraat 1 wordt door middel van zeefdrukken een doteringsmateriaal in de 
vorm van een pasta, zoals een fosforpasta, aangebracht boven de hoog te doteren gebieden 
van het substraat 1. Na een diffusiestap bij ca. 900° C. in een diffiisieoven zijn in substraat 1 
hooggedoteerde gebieden 3 en laaggedoteerde gebieden 4,4' gevormd door zijwaardse diffiisie 
vanuit de fosforpasta 2 via de atmosfeer van de diffusieoven. 
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Fig. 2a toont een eerste stap van de werkwijze volgens de uitvinding, waarbij op het p- 
type kristallijn siliciiunsubstraat 1 door middel van druktechniek, zoals bijvoorbeeld 
zeefdrukken, een barriferemateriaal 5,5',5" wordt aangebracht boven de laag te doteren 
gebieden van het substraat 1. Het bairiferemateriaal 5-5" omvat bijvoorbeeld een pastavormig 

5 dieiectrisch materiaal zoals Si3N4. SiOa, Ti02. Na het opdrukken van de pasta, wordt het 
barrieremateriaal 5-5' gesinterd bij een temperatuur tussen de 200° C en 1000* C. Vervolgens 
wordt, zoals getoond in fig. 2b, het doteringsmateriaal 2 uniform over het substraat 1 en over 
het barrieremateriaal 5-5" aangebracht. Het doteringsmateriaal kan op zeer veel verschillende 
wijzen worden aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van een organisch molecuul 

10 (bijvoorbeeld tri-ethyl fosfaat) of in de vorm van fosforzuur. Het doteringsmateriaal 2 kan 
door middel van opsproeien, spinnen, dompelen, opdampen of vanuit een gasfase worden 
aangebracht. 

Vervolgens wordt de halfgeleiderinrichting volgens fig. 2b in een diffusieoven 
geplaatst en onderworpen aan een diffusiestjq) bij bijvoorbeeld ca. 1000° C. Hierdoor 

15 diffimderen de n-type atomen vanuit het doteringsmateriaal 2 het substraat 1 in, zodat in het 
substraat 1 hooggedoteerde gebieden 6,6' worden gevormd die zijn gelegen tussen 
laaggedoteerde gebieden 7,7',7". De laaggedoteerde gebieden 7,7',7" bevinden zich onder het 
barrieremateriaal 5-5". Tenslotte worden op het doteringsmateriaal 2 boven de 
hooggedoteerde gebieden 6,6' geleidende contacten 8,8* aangebracht bijvoorbeeld uit 

20 aluminium, eveneens door middel van een druktechniek. Het is echter eveneens mogelijk om 
na de diffusiestap van fig.2b, het doteringsmateriaal 2 en het barrieremateriaal 5-5" weg te 
etsen en om vervolgens een passiveringslaag over het substraat 1 aan te brengen uit 
bijvoorbeeld SiOj of PECVD SiN. 

Fig. 3a toont een uitvoeringsvorm waarbij allereerst het barrieremateriaal 5-5" in het 

25 gewenste patroon van laag- en hooggedoteerde gebieden op het substraat 1 wordt gedrukt, 
waama het n-type doteringsmateriaal tussen het barrieremateriaal 5-5" wordt aangebracht. 

Na de uitvoering van een difusiestap in fig 3b, worden de metaalcontacten op 8,8' op 
het doteringsmateriaal 2 boven de hooggedoteerde gebieden 6,6' door een druktechniek 
aangebracht. 

30 Het is mogelijk om in de uitvoeringsvormen volgens fig. 2a - fig. 3c een etsmiddel toe 

te voegen aan het barrieremateriaal 5-5", om eventueel onder het barrieremateriaal 
gedifferendeerd doteringsmateriaal weg te etsen. 

Fig 4a. toont een uitvoeringsvorm waarbij eerst het doteringsmateriaal 2 over het 
substraat 1 wordt aangebracht, waama het barrieremateriaal 5-5" in het gewenste patroon door 
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opdrukken op het doteringsmateriaal 2 wordt afgezet. In dit geval kan het barriferemateriaal 
een etsmiddel omvatten zoals bijvoorbeeld ZnO. Tijdens de diffiisiestap die wordt 
doorgevoerd in fig. 4b zal het etsmiddel uit het barrieremateriaal de daaronder gelegen 
diflfiisiegebieden weg-etsen, zodat de hooggedoteerde gebieden 6,6' in het substraat 

5 overblijven op posities waar het barrieremateriaal 5-5" afwezig is. Vervolgens kunnen 
metaalcontacten 8,8' boven de hooggedoteerde diffusiegebieden 6,6* worden aangebracht, 
zoals getoond in fig. 4c. 

Deze methode heeft als voordeel dat tussen de posities van het barrieremateriaal en 
naburige locaties een optisch verschil ontstaat dat kan worden gebruikt bij de uitlijning van 

10 het metallisatiepatroon. Verder kan met de constructie volgens fig. 4c een veriaagde reflectie 
worden verkregen. 

Het zij opgemerkt dat, hoewel de werkwijze is beschreven aan de hand van een p-type 
substraat en een n-type doteringsmateriaal, de werkwijze eveneens geschikt is voor toepassing 
bij n-type substraten met p-type doteringsmateriaal. 

15 Fig. 5 toont tenslotte een grafische weergave van de concentratie versus de diepte 

onder het substraatoppervlak voor een halfgeleiderinrichting vervaardigd volgens de 
onderhavige uitvinding. De procescondities bij de vervaardiging van de halfgeleiderinrichting 
met het concentratieprofiel volgens fig.5 waren als volgt: 

De barrierelaag is aangebracht vanuit een printpasta die is uitgestookt onder lucht bij 

20 circa 400''C. Dit leidt tot een laag van ongeveer 1 /xm dik Si02 van een weinig poreuze aard 
(> 80% volume aan Si02). Het is belangrijk dat de pasta weinig scheuren vertoont om de 
efficientiewinst maximaal te laten zijn. Een particle bedekking van de wafer met een 
barrierelaag leidt tot een lagere efficientie maar niet tot kortsluiting van de eel, zoals wel het 
geval is bij het maken van een selectieve emitter m.b.v. een lakprint ter bescherming van de 

25 plaatsen waar een hooggedoteerde emitter nodig is. 

Na het aanbrengen van de barrierelaag is een fosforhoudende laag aangebracht m.b.v. 
spincoaten met een fosforbron in vloeistoffase. Vervolgens in de wafer ingediffimdeerd bij 
900 ° C gedurende 10 minuten, wat leidde tot het patroon onder de barrierelaag zoals in fig. 5 
is aangeven. 

30 Voor het maken van cellen worden vervolgens zilverlijnen geprint met een breedte van 

ongeveer 100 ^m, binnen de eerdere uitsparing van de barrierelaag. Deze uitsparing is groter 
gekozen om de kans op kortsluiting op de laaggedoteerde gebieden te voorkomen. Minimaal 
is deze uitsparing 150 fim breed. Uit fig. 5 blijkt dat de concentratie van donoratomen in de 
hooggedoteerde gebieden 6,6' aanzienlijk hoger is en zich over een grotere diepte uitstrekt dan 
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de concentraties van doteringsmateriaal in gebieden onder het barrieremateriaal 5-5". De lage 
donorconcentraties aan het oppervlak, zoals in fig. 5 worden getoond, leven zich uitstekend 
voor een oppervlakteposivering. Dit kan leiden tot een significante stijging van de efficientie 
in de orde van 5%, relatief. 
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Conclusies 



1 Werkwijze voor het vormen van een halfgeleiderinrichting met een patroon van 
uiteen gelegen hoog gedoteerde gebieden (6, 6') in een halfgeleidersubstraat (1), en 
tussen de hoog gedoteerde gebieden (6, 6') gelegen laag gedoteerde gebieden (7, 7', 7"), 



een doteringsmateriaal (2) op het substraat wordt aangebracht, ten minste ter 
plaatse van de hoog gedoteerde gebieden, 

het substraat wordt onderworpen aan een diffusiestap waarin atomen uit het 
doteringsmateriaal in het substraat difiimderen, en 

geleidende contacten (8, 8') boven de hoog gedoteerde gebieden worden gevormd 
, met het kenmerk, 

dat voorafgaand aan de diffusiestap ter plaatse van de laag gedoteerde gebieden 
(7, 1\ 7") een diffusie barrieremateriaal (5, 5*, 5") op het substraat wordt aangebracht 
door het opdrukken van het barrieremateriaal in het patroon van de laag gedoteerde 

gebieden. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat eerst het barrieremateriaal 
(5, 5', 5") op het substraat (1) wordt aangebracht, waama het doteringsmateriaal (2) 
wordt aangebracht. 

3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het doteringsmateriaal (2) 
over het barrieremateriaal (5, 5', 5") en over tussen het barrieremateriaal gelegen 
gebieden van het substraat (1) wordt aangebracht. 

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het doteringsmateriaal 
(2) nagenoeg uitsluitend op tussen het barrieremateriaal (5, 5*, 5") gelegen gebieden 
wordt aangebracht. 

5. Werkwijze volgens conclusie 1 en 4, met het kenmerk, dat eerst het 
doteringsmateriaal (2) op het substraat wordt aangebracht ter plaatse van de hoog 
gedoteerde gebieden (6, 6'), waama het barrieremateriaal (5, 5*, 5") ten minste ter 
plaatse van de laag gedoteerde gebieden op het substraat wordt aangebracht. 



waarbij 
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6. Werkwijze volgens eea der voorgaande conclxisie, met het kenmerk, dat het 
diffiisie barriferemateriaal (5, 5', 5") een pastavormig dieiectrisch materiaal omvat, dat 
na het aanbrengen op het substraat (1) wordt gesinteid. 

5 

7. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat aan het barri^remateriaal 
een doteringsmateriaal is toegevoegd. 

8. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 

10 oppervlakteweerstand van de hoog gedoteerde gebieden tussen 10 en 60 Ohm vierkant 
bedraagt, en de oppervlakteweerstand voor de laag gedoteerde gebieden tussen 40 en 
500 Ohm vieikant bedraagt. 

9 Werkwijze volgens conclusie 8, mhk, dat de concentratie van het 
15 doteringsmateriaal in de hoog gedoteerde gebieden tussen 10*' cm'^ en lOE^' cm'' 
bedraagt, terwijl de diffiisiediepte tussen 0,1 jxm en 0,5nm bedraagt, en waarbij de 
diffusiediepte in de laag gedoteerde gebieden tussen lO'^ cm"' en lOE^' cm'' bedraagt 
bij een diffusiediepte tussen 0,1 |im en 5nm. 

20 10 Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat een 
etsend materiaal aan het diffusie barrieremateriaal (5, 5', 5")wordt toegevoegd voor 
wegetsen van het substraat. 
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Uittreksel 

De uitvinding heeft betrelddng op een werkwijze voor het vormen van een 
halfgeleiderinrichting met een patroon van uiteengelegen hooggedoteerde gebieden 
(6,6*) in een halfgeleidersubstraat (1) en tussen de hooggedoteerde gebieden (6,6') 

5 gelegen laaggedoteerde gebieden (7,7',7"). Volgens de uitvinding wordt ter plaatse van 
de laaggedoteerde gebieden een diflussie barrieremateriaal (5,5',5") op het 
halfgeleidersubstraat aangebracht door middel van opdnikken van het barrieremateriaal 
in het patroon van de laaggedoteerde gebieden. Na, of voorafgaand aan het opdnikken 
van het barrieremateriaal wordt het doteringsmateriaal aangebracht zodat de 

10 hooggedoteerde gebieden hoofdzakelijk tussen het barrieremateriaal in het substraat 
worden gevormd. Met de werkwijze volgens de uitvinding kunnen de 
doteringsconcentraties in de laaggedoteerde gebieden en in de hooggedoteerde 
gebieden onafhankelijk van elkaar, vrij worden ingesteld zodat voor de hooggedoteerde 
gebieden een relatief kleine oppervlakteweerstand kan worden verkregen voor een goed 

15 geleidend contact met de metalUsatie en kan in de laaggedoteerde gebieden een hoge 
oppervlakteweerstand worden bereikt. 
fig. 2 




